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La solution FDSOI

Pour enrayer les fuites de courant, la technolo�ie 
FDSOI consiste à utiliser une très �ne couche de 
silicium posée sur une �ne couche d’oxyde de sili-
cium isolant. A�issant comme une barrière, cette 
dernière est posée sur le substrat de silicium qui 
ne nécessite plus d’être dopé. 
Les performances du transistor peuvent être au�-
mentées en appliquant une tension sur sa face 

arrière : c’est la « polarisation face arrière ». La 
combinaison de cette tension et de la couche 
d’oxyde isolant a�it alors comme une seconde 
�rille. Et, en fonction des tensions relatives appli-
quées sur les faces avant et arrière du transistor, 
ses propriétés peuvent être modi�ées à façon : le 
transistor FDSOI peut être soit très peu �ourmand 
en éner�ie, soit très rapide.

La quête de l’in�niment petit

Au cœur de tout microprocesseur, il y a le transis-
tor. Il est composé de trois éléments qui reposent 
sur un substrat de silicium (�énéralement mas-
sif) dopé : la �rille (ou porte), la source et le drain.
Lorsqu’une tension électrique est appliquée sur 
la �rille, un courant d’électrons circule entre la 
source et le drain via le silicium. Ainsi, en appli-
quant, ou non, une tension, un transistor a�it tel 

un interrupteur en position ouverte ou fermée, 
réalisant les 0 et les 1 de l’information binaire. 
Pour au�menter la rapidité et baisser la consom-
mation des transistors, l’industrie de la micro-
électronique n’a cessé de réduire leur taille jusqu’à 
atteindre la vin�taine de nanomètres ; des fuites 
de courant sont alors apparues, dé�radant les 
performances des transistors… 

Le transistor FDSOI

PRINCIPE

La technologie FDSOI conçue par le Leti  
repose sur l’ajout d’une �ne couche d’oxyde  
de silicium isolant à l’architecture classique  
des transistors. Cette innovation confère  
aux transistors un fonctionnement performant  
et économe en énergie tout en poursuivant  
le dé� de la miniaturisation.

�« 25 % plus rapide que des transistors équivalents sur silicium massif.
�« 30 à 40 % moins éner�ivore que des transistors équivalents sur silicium massif.
�« Tension de services abaissée jusqu’à 0,4 V et très faible dissipation de puissance.
�« �Grand �abilité avec un taux d’erreur de calcul de 100 à 1 000 fois moins élevé 

que les technolo�ies sur substrat massif.
�« �Très faible variabilité des transistors d’une même plaque car le substrat de 

silicium n’est pas dopé et présente une �rande homo�énéité.
�« �Compétitif car son architecture planaire autorise sa fabrication sur les outils 

standards de la microélectronique.
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